TRANZYSTORY n-pn 1-7412
BC107, BC108 i BC109

»
SWW 1156-211
Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy malej TRANZYSTOR BC107
czestotliwoSci.
Tranzystory BC107 i BC108 s przeznaczone do stosowa- Parametry statyczne
nia w ukladach stopni wejéciowych i sterujacych malej _ o ot
czestotliwoci. Tranzystor BC109 jest przeznaczony do sto- przy tamp = 208 K (25°C) min._typ.  maks
sowania we wzmachiaczach m.cz. o niskim poziomie szu- - Prad ze;'owyokolektora
moéw. przy Ig =0,
Tranzystory BC107, BC108 i BC109 sa komplementarne do Ucs=45V  Temo — 02 15 nA
tranzystor6w BC177, BC178 i BC179. ‘ przy Ig =0,
. UCB =45 V,
tams = 398 K (125°C)Icao — 01 — pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =2mA Usrycre 45 75 -— v
Napiecie przebicia
1421 emiter-baza
5;3- 4 przy IE =10 p,A U(BR)ESO‘ 5 7,5 — v
Napigcie nasycenia
IR
B R kolektor-emiter
= = %‘ N przy Ic = 10 mA,
$'§ ?‘ Ig = 0,5 mA Uc)_a.at — 0,09 0,25 v
R P R Napiecie nasycenia
3 s T baza-emiter .
. i przy Ic = 10 mA,
Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Ko- In=05mA U 0.75
lektor jest polgczony elektrycznie z obudowsg 5 °m BEsat - ’ - v
: Napiecie stale migedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
Uceg=5V Uge 0,55 064 07 V
Wspblezynnik
D CHNICZNE wzmocnienia pradowego*
ANE TECHN przy Ic = 10 pA, .
Ucg=5V haz kLA — 60 L — —_—
WartoSci dopuszezalne parametréw eksploatacyjnych Kkl 40 0 —_— —
. .B 9
. przy Ic =100 pA,
Typ . B_Cl()’l BC108 BC109 Uce =5V hor KLA — 100 — _
Napiecie kolektor-baza Ucgo 45 20 20 V KB — 180 — B
Nipiecle kolektor-emi- o " 2 . I przy Ic = 2mA,
er cEo Ucg =5V hee kLA — —_ -
Napiecie emiter-baza Ugse 5 5 5 v CE S1E oy g - ;gg -
Prz-;zi1 kolektora colek Ic 100 100 100 mA przy Ic = 20 mA,
Prad szczytowy kolek- Ucg =5V how KLA — 220 — _
tora Icm 200 200 200 mA kLB — 350 _
Frad bazy Ip 20 20 20 mA ’
Temperatura zlgcza t; 448K (175°C)
Temperatura sklado- Paramery dynamiczne
B i — 0,
wania i} tatg 218...398 K (—55...+125°C) DIZY tamp = 208 K (25°C) min, typ.  maks.
Moc tracona w kolek- Wspblezynnik szu-
torze Pc 300 300 300 mw méw
przy Ic = 0,2mA,
Parametry termiczne Ucg =5V, f=1kHz
Ry = 2kQ,
Rezystancja termiczna 4f = 200 Hz F — 65 10 dB
zlgcze-otoczenie Rings-ay <500 K500 <500 K/W

* Podzialu na klasy dokonuje si¢ na Zyczenie odblorey okreflone
zlgcze-obudowa Ring-op <200 <200 <200 K/W w zaméwleniu,
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Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Ic = 10 mA,
Uceg=5V,
f =100 MHz
Pojemnoé¢ zlgcza
kolektora
przy Ucg =10V,
f=1MHz
Pojemno$§é zlgcza
emitera
przy Ugp =05V,
f=1MHz

fr

Ce

Cg

Impedancja wejsciowa

przy Ic =2mA,
UCE = 5V,
f=1kHz

Wspblczynnik napie-
ciowy sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
ch =5 V,
f=1kHz

Warto§é matosygna-
towa wspblezyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy Ic = 2mA,
Uce=5V,
f=1kHz

Admitancja wyj$cio-
wa
przy Ic:=2mA,
Uceg=5YV,
f=1kHz

TRANZYSTOR
Parametry statyczne '

przy tnmb = 208K
(25°C)
Prad zerowy kolek-
tora '
przy Ig =0,
Uec=20V
przy Ig =0,
UCB = 20 V,
tamp = 398 K
(+125°C)
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 2mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig =10 pA
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ig =0,5mA
Napiecie nasycenia
~baza-emiter -
przy Ic = 10 mA,
Ig== 0,5 mA:.

RS N —

h12e

kL A
kl. B

h‘ile

kl. A
kL. B

"KL A
k1. B

h 21e

kL A
kl. B

hZZe‘

BC108

Icpo

ICBO

U(BR)CEI}

UsryEny

Ucesat

= Uspsat .

150

1,6
3,2

125
240

min.

400

0,9-10-4
1,6-10¢

200
380

30
50

typ.

- 0,2

0,1

55

7,5

0,09

0,75

45
8,5

260
500

maks.

15

0,25

MHz

pF

pF

"kQ

kQ

ps -
S

nA

pA

Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2maA,
UCE =5V

Wspb6lezynnik
wzmocnienia prgdowego*
przy Ic = 10 pA,

UBE

UCE =5V hoiE
przy Ic =100 pA,
Ucg=5V haoig
przy Ic = 2mA,
Ucg =5V hat
przy Ic = 20 mA,

hZIE

UCE:5V

Parametry dynamiczne

przy tems = 298 K (25°C)
Wspblezynnik szuméw

przy Ic = 0,2mA,

Ucg =5V,

f=1kHz

Ry = 2kQ,

Af = 200 Hz F
Czestotliwo$é gra-

niczna

przy Ic = 10 mA,

Ucg=5V,

f =100 MHz fr
Pojemnoéé zlacza

kolektora

przy Ucg =10V,

f=1MHz
Pojemnosé zlacza

emitera

przy Ugs =05V,

f=1MHz Cg
Impedancja wejSciowa

przy Ic = 2mA,

Uecg =5V,

f=1kHz

Ce

© hyte

Napieciowy wsp6l-
czynnik sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,

f=1kHz Rise

Warto§¢ malosygna-
lowa wspolczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,

f = 1kHz hg;e

kl. A
kl. B
kl.C

k1. A
kL. B
klL.C

kL A
kLB
kl.C

kl. A
kL. B
kL. C

kL A

kl.B
kL C

kl. A
k1. B
kl.C

kl. A
kl.B
kl.C

0,55

40
100

150

1,6
3,2

125
240
450

0,64

60
90
130

100
160
300

180
290
450
220

350
600

typ.

6,5

- 400

(=]

0,7

maks.

10

45
8,5
15

0,9-104—
1,6-10-4—

2:104

200
380
600

260
500
900

dB

Mﬁz

" F

pF

kQ
kQ
kQ

* Podzialu na klasy dokonuje sie¢ na zyczenie odbiorcy okreslone

w zaméwieniu,




Admitancja wyj§cio~
-wa
przy Ic = 2mA,
Uce=5V,
f = 1kHz

hsse

TRANZYSTOR BC109

Parametry statyczne

przy temp = 298K

(25°C)

Prad zerowy kolek-

tora przy Ig =0,

UCB =20V

przy Ir =0,

ch =20 V,

tamp = 398 K

(+125°C)
Napiecie przebicia
_ kolektor-emiter

przy Ic =2mA
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Ir = 10pA
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter .

przy Ic = 10 mA,

Ig=05mA
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 10 mA,

Iz =0,5mA

Icmo

ICBD

Usryceo

Usryes0

Uckgsat

Upgsat

Napiecie stale miedzy

baza a emiterem
przy Ic = 2mA,
Uce=5V
Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10 pA,
U(:E =5 V

przy Ic = 100 pA,
Ucg=5V

przy Ic = 2mA,
Uceg =5V,

przy Ic =20 mA,
Ucz =5 V, :

Upe

h21E

h2lE

ha1g

h21E

Parametry dynamiczne

przy tams = 208K

(25°C) -
Wspotezynnik szu-

moéw '

przy Ic = 0,2 mA,

Uceg = 5 Vv,

Ry, = 2KkQ,

Af = 30 Hz...15 kHz

przy Ic = 0,2mA,

Uce=5V,
f =1kHz,
Ry =2kQ,
Af = 200 Hz

F

F

kLA —
kLB —
kl.C —

min.

W

0,55

k1. B
klL.C

min.

30
50
60

typ.

0,2

0,1

55

7.5

0,09

0,75

0,64

90
130

160
300

290
450

350
600

typ.

2

maks.

15

0,7

maks.

us
usS
usS

nA

HA

.~ dB

dB

® podziatu na klasy dokonuje sie¢ na zyczenie odbiorcy okreflone

w zam6wieniu.

Czestotliwo§é gra-
niczna przy
Ic=10mA,

UCE =5 V’
f =100 MHz

Pojemnos$é zlgeza
kolektora
przy Ucg =10V,
f =1MHz

Pojemnosé ztacza
emitera
przy Ugs =05V,
f=1MHz

Impedancja wejcio-
wa -
przy Ic = 2mA,
UCE =5 V9
f=1kHz

£y

Cc

Ce

hlle

Napieciowy wspbl-
czynnik sprzeZenia
zwrotnego
przy Ic = 2maA,
Ucg=5V,

f =1 kHz hlze

Warto§é matosygna-
towa wspélczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,
f=1kHz hate

Admitancja wyj$cio-
wa
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,

f=1kHz hage

kl.B
kl.C

kl.B
klL.C

150

240
450

400

1,6+
210

380
600

50
60

8,5
15

104 —

500
900

1-74/2

MHz
pF

pF

kQ
kQ

nsS
nS

8¢ 107
E%‘ 108

Be 109
[mA]

Tamp=25°C

100

8
L}

Vi

12

80

o

0

50

A MYV

04

40

1s=02mA

\

20

o

rametr

08

72

16

UpelV]

Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Uck); Ip — Dpa-
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8107 | 14 BC 107
300 g | M
A 8109 ol
[mH] \\ A4 » Tamb =25 |
~N
L3
200 AN 6 1 -
C%& |29
N 20
Y N 5
100 <
. p 10
™. Ig=50A
~N
AN
U S0 % W0 125 il 17 0

Zalezno§é temperaturowa mocy strat Pc = f (famb)

I
[”7'4] Upe=5Y

0 20 30 40 a0

Yee V]

Charakterystyka wyjSciowa Ic =f (Ucg); Is — pa-

rametr
% BCT08
2‘7 y. 8 [ 8¢ 109
Al 70| | famp=25T
/] 60
/
1l
[ s
s 40
30
‘ 20
1y =10mA
0
7 8 1z 1 W 24 Ul

Charakterystyka wyjSciowa Ic = f(Ucg) Is — pa-

rametr

B8C 107
BC 108
B 109

faml;‘=25 c

|
|
/
f

0 W
02 04 06  08UplV]

Charakterystyka przejéciowa Is = f (Usg)

I

BC 107
BC 108

BC 109

Uggsat L=09m

10 em=25C

02

o1 i

107 1° 107

Zalezno§é napiecia nasycenia Ucggt 0d pradu ko-

lektora Ucgsat = f (Ic)
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Al oo
U ) 15
7| semg ) b2 109
i _hpelly
hz/f /7215 'hZ;;(Iﬁ)ZmA
15=0,5m/1 . (NURM) Upe=8V .
08 famb=2ﬁ;€ T tomb=25°CI 7]
L i ’ y /‘ W
1 /
Y by
06 v Pt
!"
] q
05¥4 W
04
012 — 0 =~ ~1 0 1
077 10° 10" 102 I, [mA] 107¢ 0 10 101 I [mA]
Zalezno§é napiecia nasycenia Upggset 0d pradu ko- Charakterystyczny ksztalt przebiegu znormalizowa-
lektora Uspgsat = f (Ic) nego wspélczynnika wzmocnienia pragdowego
Ce
BC 107
[PF]) 8¢ 108
78L109
Ie=
6 f=1MHz
tamb =25 °C
IFE -
N
4
\\
3 -
2
/ -
W2 4610 2 4610 UglV]
Zaleznoéé pojemnoSci zlgcza koléktora od napiecia Ucsp
Cc=fUcs)
hije [BC 107 '
BC 108 BC 107
BC109 104 BC 108 //
200 Log 8109 pa
‘ tamb =25°C [mA] Urg=43V /
Ip=2mA o Ueg=20V vd
150 - ’01 /]
A\ 1 1%t
N //’7
100 — hige p
el '  |h 7
N - 228, 1 ,/
950
//
07! v
0 w10 20 20 Upe[V] 0 '50 100 tamp[C] 150
Zaleino§é parametréw macierzy hy od napiecia ko- Zaleznosé temperaturowa pradu zerowego Icpy =
lektor-emiter hi; = f (Uck) _ = £ (tamp) '

6 Elementy pélprzewodnikowe
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b “Tac 107
e BC 108
10K 8109
=1
I e
NE
6 AN Ue=5V
4 \ \ fgmb =25
N
AN \\ /
NN U
N
2 AN
Rt V2
700 : /, AN
G'h 1€ » \\

T~ N
= AN
2

w2 4 6 81° 2 4 I [mA] 107

Zalezno§¢ parametréw macierzy hi; od pradm ko-
kolektora hi; = f (Ic)

F |BC 107 }
[d8]| BC 108 To=00m
] Ry=2kL
4 f(/ﬁ:ﬂ/
lamb =25 °C
121\ —
10—\ 0
8 N
& NG
4 PN
2 B
107 7l 0° flkHz] 107

Zalezno$§é wspblczynnika szuméw od czestotliwosci

6 fgmb =25 °Ct

Upet 10

2
7070" 2 4 6 810 2

4 1,/mA] 102

Zalezno$§¢ czestotliwosci granicznej od pradu ko-
lektora fr = f(Ic) Ucg — parametr

BC 109 I
5
78 g
[ ] U[f:él/
Tamp =25 °C
|
s
il -
i I
!
I j
| L
5 T [ T f T
1 - | 1
-1
0 =
n? 0 0° 107 T[kHz] 107

Zalezno§¢ wspéblczynnika szuméw od czestotliwosci

F=£(f) F=5(f
PRODUCENT DYSTRYBUTOR
i UNITRA UNITRA
H CEMI LT!II UNIZET

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POEPRZEWODNIKOW , TEWA”

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435




This datasheet has been download from:
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